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КТ315
кремниевый биполярный 

эпитаксиально-планарный
n-p-n транзистор 

 

Назначение 
 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в 
низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения. 

 

Зарубежный прототип 
 

• прототип 2SС544…2SС546 
  

Номер технических условий 
 

• ЖКЗ.365.200 ТУ / 02 
 

Особенности 
 

• Диапазон рабочих температур от - 45 до + 100°C 
 

Корпусное исполнение 
 

• пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92) 
 

 

Назначение выводов 
 
 

Вывод Назначение 

№1 База 

№2 Коллектор  

№3 Эмиттер 
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Таблица 1. Основные электрические параметры КТ315 при Токр. среды = 25 °С 
 

Паpаметpы Обозначение Ед. изм. Режимы 
измеpения Min Max 

Обратный ток коллектора IКБО нА UКБ = 10 B, IЭ = 0  0,5…0,6 

Обратный ток эмиттера IЭБО мкА UЭБ = 6 B  3,0…50 
Статический коэффициент  
передачи тока h21е  UКБ = 10 B, IЭ = 1 мA 20 350 

Напряжение насыщения  
коллектор - эмиттер UКЭ (НАС) В IК = 20 мА, IБ = 2,0 мA  0,4…0,9 

Напряжение насыщения  
база - эмиттер UБЭ (НАС) В IК = 20 мА, IБ = 2,0 мA  0,9…1,35 

Емкость коллекторного перехода  7,0 
КТ315Ж1  10 
КТ315И1 

CК пФ UКБ = 10 B, f = 5 MГц 
 10 

Граничная частота коэффициента 
передачи тока FГР MГц UКЭ = 10 B, IЭ = 5 мA 250  

Постоянная времени цепи 
обратной связи τк пс UКБ = 10 B, IЭ = 5 мА, 

f = 5 МГц  300…1000 

 

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ315 
 

Параметры Обозначение Ед. изм. Значение 

Напряжение коллектор - база          UКБ MAX В 20…40 
Напряжение коллектор - эмиттер   UКЭR MAX В 20…60 
Напряжение эмиттер - база UЭБ MAX В 6 
Постоянный ток коллектора 100 
КТ315Ж1 50 
КТ315И1 

IК MAX мА 
50 

Рассеиваемая мощность коллектора 150 
КТ315Ж1 100 
КТ315И1 

PК MAX мВт 
100 

Температура перехода TJ °C 120 

 

Таблица 3. Классификация КТ315 
 

Тип UКБ MAX  
[ В ] 

UКЭ MAX  
[ В ] h21e 

UКЭ НАС  
[ В ] 

UБЭ НАС 
 [ В ] 

IКБО 
[ мкА ] 

IЭБО 
[ мкА ] 

τк 
[ пс ] 

КТ315А1 25 25 30…120 0,4 1,0 0,5 30 300 
КТ315Б1 20 20 50…350 0,4 1,0 0,5 30 500 
КТ315В1 40 40 30…120 0,4 1,0 0,5 30 500 
КТ315Г1 35 35 50…350 0,4 1,0 0,5 30 500 
КТ315Д1 - 40 20…90 0,6 1,1 0,6 30 1000 
КТ315Е1 - 35 50…350 0,6 1,1 0,6 30 1000 
КТ315Ж1 - UКЭК 20 30…250 0,5 0,9 0,6 30 800 
КТ315И1 - UКЭК 60 30 0,9 1,35 0,6 50 950 
КТ315Н1 20 20 50…350 0,4 1,0 0,5 30 500 
КТ315Р1 35 35 150…350 0,4 1,0 0,5 3,0 500 

 



КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, 
КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р

КТЛ5 (А-Р) Транзисторы кремние
вые эпитаксиально-планар­
ные структуры п-р-п усили­
тельные. Предназначены 
для применения в усилите­
лях высокой, промежуточ­
ной и низкой частоты. Вы­
пускаются в пластмассовом 
корпусе с гибкими вывода­
ми. Тип прибора указывает­
ся в этикетке, а также на 
корпусе прибора в виде бук­
вы соответствующего типо- 
номинала.

Масса транзистора не более 0,18 г.
Изготовители —  акционерное общество «Кремний*, 

г. Брянск, Нальчинский завод полупроводниковых приборов, 
г. Нальчик, завод при НИИПП, г. Томск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 0 ^  = 10 В, /к -  1 мА:

КТ315А, КТ315В..............................................  30...120
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е.............................  50...350
КТ315Д...............................................................  20...90
КТ315Ж.............................................................  30...250
КТ315И, не менее............................................  30
КТ315Р...............................................................  150...350

Граничная частота коэффициента передачи
тока при = 10 В, 4 = 1 мА, не менее.........  250 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи 
при *  10 В, 4 = 5  мА, не более:

КТ315А..............................................................  300 пс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р................. 500 пс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж............................  1000 пс
КТ315И...............................................................  950 пс

Граничное напряжение при 4 = 5 мА, 
не менее:

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж ............................  15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И.............................  30 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р................................ 25 В
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Напряжение насыщения коллектор— эмиттер 
при 4 = 20 мА, 4 = 2 мА, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р 0,4 В
КТ315Д, КТ315Е..............................................  0,6 В
КТ315Ж.............................................................. 0,5 В
КТ315И...............................................................  0,9 В

Напряжение насыщения база— эмиттер 
при 4 = 20 мА, 4 = 2 мА, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р 1 В
КТ315Д, КТ315Е..............................................  1,1В
КТ315Ж.......... ................................................... 0,9 В
КТ315И...............................................................  1,3 В

Обратный ток коллектора при С1КВ = 10 В,
не более...................................................................  1 мкА
Обратный ток коллектор— эмиттер
при Я** = Ю кОм, э = макс» не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р..............................  1 мкА
КТ315Ж................................................................  10 мкА
КТ315И........... .... ............................................... 100 мкА

Обратный ток эмиттера при = 5 В для 
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,
КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более.. 50 мкА 
Входное сопротивление при 14э = 10 В,
4 = 1  мА, не менее.................................... ..........  40 Ом
Выходная проводимость при 14э = № В,
4 = 1  мА, не более.............................................  0,3 мкСм

Емкость коллекторного перехода 
при 64б = Ю В, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р............................... 7 пФ
КТ315Ж, КТ315И...............................................  10 пФ

П редельные эксп л уатац и он н ы е  д анны е

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?бэ = 10 кОм:

КТ315А.............................................................. 25 В
КТ315Б, КТ315Ж.......... ..................................  20 В
КТ315В, КТ315Д..............................................  40 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р................................ 35 В
КТ315И............................................................... 60 В

Постоянное напряжение база— эмиттер...........  6 В
Постоянный ток коллектора:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,
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КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р..............................  100 мА
КТ315Ж, КТ315И............................................. 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Г < +25 “С:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р..............................  150 мВт
КТ315Ж, КТ315И.............................................  100 мВт

Тепловое сопротивление переход—среда.......  0,67 °С/мВт
Температура р-п перехода...................................  +120 °С
Температура окружающей среды....................... —60...+100 °С

Допускается эксплуатация транзисторов в режиме Як 
= 250 мВт при (УКБ = 12,5 В, ^  = 20 мА.

0 20 19 69 601з,мА

Зависимость статиче­
ского коэффициента 

передачи тока от тока 
эмиттера

О 20 М 60 1х,мА

Зависимость напряже­
ния насыщения коллек­

тор— эмиттер от тока 
коллектора

0 2 4 6 1$ .мА

Зависимость напряже­
ния насыщения база— 
эмиттер от тока базы
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